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Tehtava 1.

Tehtiva 2.

Tehtava 3.

Tehtava 4.

Mairittele lyhyesti seuraavat aihealueeseen liittyvit kisitteet (pelkkd suomennos ei riitd) tai
piirrd kysytyn komponentin symboli: a) N-tyypin MOSFETin symboli, b) IGBT, ¢) IGBT:n
symboli d) ESR, e) reverse recovery time ja f) eddy current.

Tarkastellaan kuvan 1 mukaista kytkentdd, jossa diodit V; ja V, muodostavat erddn hakkurin
toisiopuolen tasasuuntauksen, ja ovat fyysisesti sijoitettu samaan TO-220 koteloon. Kuvassa 1b
on esitetty diodin sijaiskytkentd.

a) Laske diodipaketin johtavuustilan hidviét, kun
Ipys =77A L, =6A jal, . =63A,1, . =4A seki
molemmille diodeille r, =50mQ ja U, =0.7V (4p)

b) Miiritd ko. diodien rajapintalimpétilat (Tj), kun
kotelon ldmpétila on 60 °C ja Ry = 5 °C/W (2 p)

Kuva 1

MOSFETin datalehdelld on médritetty: C,, =1200pF , C,, =400pF, C, =30pF, r,, =092 Q
jav,=2V.

a) Mitki ovat ko. MOSFET:in C,, C,, ja C, ? (3p)

g5

b) Lakse MOSFET:in hajakapasitansseista johtuva tehohévio, kun estojdnnite on 400 V ja
kytkentédtaajuus 100 kHz (1p)

¢) Mikid on ko. MOSFET:in johtavuustilan tehohévio, kun sen virran tehollisarvo on 5 A ja
tasavirta-arvo 3 A?(1p)

d) Mitd tapahtuu, jos hilajidnnitteessd esiintyy 2.5 V positiivinen piikki off-tilan aikana? (1p).

Tehtdvdndsi on  suunnitella  diodin  estotilaan C R
kytkeytymisen aikana ilmenevidn virdhtelyn vihentdva 1 .
piiri (s.o. snubber) kédyttden sarjaan kytkettyd RC -piirid L5 I { xL e

kuvan 2 mukaisesti. Tiedetddn, ettd ko. vérdhtelyn

taajuus f =24 MHz ja se johtuu piirin haja- LY N
induktansseista ja — kapasitansseista. Hajainduktanssin

suuruudeksi on mddritetty 10 pH. Kéaytd Raymond
Ridleyn kehittdmii resonanssipiirin karakteriseen Kuva 2

impedanssiin perustuvaa menetelmdd. Z, =vL/C @, =1/NLC

a) Mitoita C, (2 p)
b) Mitoita R (2 p)
c¢) Miki on alkuperiisen piirin hajakapasitanssin suuruus? (2 p)
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Tehtivi 5.

a) Midrittele magneettipiirin syddmen ja kddmien hédvicldhteistd véhintddn neljd (4p). b)
Kuvassa 3a on esitetty syddnmateriaalin tyypillinen BH kdyrd. Kuvassa 3b on esitetty kelan
virran muoto. Piirri sitd vastaava kelan syddmen BH kéyrd kuvan 4a mukaisesti, kun oletetaan,

ettd |B|max <|B » (2p).

Kuva3 a) b)

2(2)



